附件2

	项目名称
	基于新型二维半导体的超快响应、耐击穿二极管应用研究

	项目类别
	（  ）C类  （ ( ）D类
	产业领域
	新一代信息技术

	单位类别
	（   ）留学人员创业园     （   ）省级产业技术创新综合试点
（   ）省级产业集聚区     （ ( ）其他

	回国来浙从事博士后研究工作情况
	海外博士授予学校：   美国佛罗里达大学(University of Florida)                            

回国时间：      2014.11           博士后编号：   150251       


浙江省“钱江人才计划”C、D类
项 目 申 请 表
姓       名  陈文超               
单       位  信息与电子工程学系   
部门（地区） 浙江省杭州市浙江大学 
浙江省人力资源和社会保障厅



填表说明
1．产业领域：请选择以下产业领域填写：新一代信息技术、智能制造装备、先进交通运输设备、节能环保、生物医药、新材料、新能源、现代服务业；不属上述产业领域的，请填写“其他”； 
2．表内各栏目填写内容的起讫时间均为最近5年，例如，2015年申请的，各栏目起讫时间为2010年1月至今。
3．“项目资助”栏具体种类：国家级项目（含重大横向）或重点基金、省部级重点项目（基金）、省部级一般项目（基金）及市地项目（基金）。
4．社会科学C类项目可不填“专利情况”栏。
5．申请表1份，一律用A4纸打印，本表第四项到第八项内容须附复印件1份作为附件（注：著作类只需复印封面、目录、前三页及封底），与申请表一同简装成册报送。所有材料评审结束后，不再退还。
一、申请人基本信息
	姓  名
	陈文超
	工作单位
	浙江大学信息与电子工程学系

	职  务
	博士后
	从事专业
	新型半导体器件应用技术研究

	联系地址
	杭州市西湖区浙大路38号行政楼115
	邮  编
	310027

	单位电话
	0571-88206526
	手  机
	18268823796
	E-mail
	wenchaochen@zju.edu.cn

	主 要
学 习
工 作
经 历
	学习经历：
2009/8 - 2014/8，美国佛罗里达大学（University of Florida），电子工程，博士，导师：Jing Guo教授；
2006/9 - 2009/3，上海交通大学，电磁场与微波技术，工学硕士，导师：尹文言教授；
2002/9 - 2006/7，西安交通大学，信息工程，工学学士。
工作经历：
2014/12 - 至今， 浙江大学，信息与电子工程学系，博士后；
2009/8 - 2014/11，美国佛罗里达大学，电子工程，研究助理。



二、申请人从事专业工作情况
	（简介申请人的专业工作情况及自身在国际、国内所属水平、贡献、效益等，限800字以内）
陈文超，男，2009-2014年在美国佛罗里达大学(University of Florida)攻读博士学位，于2014年8月获博士学位，导师是Jing Guo教授；2009年获上海交通大学硕士学位，导师是尹文言教授；2006年获西安交通大学学士学位。2014年12月，申请人加入浙江大学信息与电子工程学系尹文言教授课题组。陈文超博士主要研究方向是新型微纳电子学器件和柔性集成电路中电-热-力耦合建模与快速仿真方法及应用，特别包括新型半导体材料（石墨烯、二硫化钼、黑磷以及碳纳米管等）微纳场效应晶体管和薄膜晶体管、二维半导体异质结、基于碳纳米管的超低功耗相变存储器、基于新材料和新结构的太阳能电池以及光电探测器等。
近年来，申请人在Nature Nanotechnology、Advanced Functional Materials、Applied Physics Letters、IEEE Trans. On Nanotechnology、Journal of Applied Physics等国际高水平期刊发表论文10余篇。其中，2014年发表在Nature Nanotechnology期刊中的研究成果是与美国哥伦比亚大学Philip Kim教授课题组合作做出的，在该论文中申请人对MoS2/WSe2单层及多层器件进行了理论与实验研究，在国际上首次揭示了二维单层过渡金属硫属化合物所形成的超薄异质结的载流子输运机理，具有较高的影响力。
因其优秀的科研创新能力，于2014年获得了国家优秀留学生奖励；于2013年获得Journal of Applied Physics 优秀作者称号。长期担任国际学术期刊International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields审稿人。
目前，申请人在研究石墨烯、MoS2/WSe2新型超薄异质结的基础上，开展新型二极管的理论与应用研究。新型二维半导体材料（石墨烯、黑磷或单层过渡金属硫化物）可形成原子级厚度的超薄异质结。该异质结没有耗尽层宽度，电荷的转移速率可达皮秒甚至亚飞秒量级，可望实现新型超快响应、耐击穿二极管器件。

众所周知，二极管是集成电路中整流、限幅和防护功能模块的重要元件。随着三维集成电路技术的飞速发展,器件工作频率越来越高，急需大量超快响应、耐击穿、抗损毁新型二极管器件，它们在先进雷达、通讯和导航等电子信息系统中的应用极其重要。新型二维半导体超薄、超快异质结可实现微型化、低损耗、超快响应和耐击穿的高性能二极管，为新一代信息技术提供硬件支撑，可望实现超高经济效益。




三、留学情况
	留学国别
	美国
	出国时间
	2009.08
	回国时间
	2014.11

	留学性质
	□公派
(自费
	学习性质
	□大学   □硕士   (博士   □博士后
□普访   □高访  □其他___________

	留学机构名称
	佛罗里达大学(University of Florida)

	留学机构在本国、国际的影响力简介（限150字以内）
佛罗里达大学是加入美国大学协会的美国和加拿大主要62所研究型大学之一，建校可追溯至1853年。2015世界与新闻报道（USNews）世界排名第53，全美35。华盛顿月刊全美21。学校有超过40位美国国家科学院，工程院，医学院院士。著名的校友包括成功破译遗传密码的Marshall Nirenberg，最早成功提出超导体的微观理论的John Robert Schrieffer，安塔娜索夫-数字计算机之父。校友中至少有10位参议员，40位众议员，17位州长，2位诺贝尔奖得主，以及多位普利策和菲尔兹奖获得者。


四、五年来代表论文
	论文题目
	刊物名称
	期刊号
	发表
时间
	排名
	论文
类别
	索引
情况
	发表
地区

	1.Atomically thin p-n junctions with Van Der Waals heterointerfaces
2. Effect of nano- porosity on high gain permeable metal-base transistors
3. Carrier dynamics and design optimization of electrolyte-induced inversion layer carbon nanotube-silicon Schottky junction solar cell
4. Wideband modeling of grapheme-based structures at different temperature using hybrid FDTD
5. Intrinsic delay of permeable base transistor 
6. Modeling and simulation of carbon nanotube-semiconductor heterojunction vertical field effect transistors
7. Computational study of graphene-based vertical field effect transistor
8. Performance analysis of carbon nanotube contacted phase change memory by finite element method

9. ZnO, GaN and InN functionalized nanowires for sensing and photonics applications

10. Enhancement of Phase Change Memory by Carbon Nanotube Contacts: A 3D Simulation
	Nature Nanotechnology
Advanced Functional Materials

Applied Physics Letters

IEEE Transactions On Nanotechnology
Journal of Applied Physics
Journal of Applied Physics
Journal of Applied Physics
Journal of Applied Physics
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics,
Nano Florida

	1748-3387
1616-301X
0003-6951
1536-125X
0021-8979
0021-8979
0021-8979
0021-8979
1077-260X

	2014.08
2014.08
2012.03
2015.01

2014.07
2013.06
2013.03
2011.10
2011.07
2013.09

	4
3
1
4
1
1
1
1
6
1

	国外期刊

国外期刊

国外期刊

国外期刊

国外期刊

国外期刊

国外期刊

国外期刊

国外期刊

国际会议

	SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI

	美国
美国
美国
美国
美国
美国
美国
美国
美国
美国



注：（1）类别指国外期刊、国际会议、国内会议、国内一级刊物等。
（2）索引指SCI、EI、SSCI、CSSCI等。
（3）限填10篇。

五、五年来代表著作
	著作题目
	出版社
	出版时间
	书   号
	类别
	排名

	
	
	
	
	
	


注：类别指教材、专著、译著，限填10篇。
六、五年来获奖情况
	获奖名称
	获奖项目名称
	奖励级别
	等级
	排名
	获奖时间

	国家优秀留学生
Journal of Applied Physics 优秀作者
	国家优秀留学生
Computational Study of Graphene-Based Vertical Field Effect Transistor

	国家留学基金委
国际

	优秀留学生
优秀作者

	优秀奖
1/3

	2014.05
2013. 07



七、五年来获项目（基金）资助情况
	项目（基金）名称
	项目（基金）来源
	项目
级别
	金额
（万元）
	起始
年度
	终止
年度
	排名

	LEMP作用下半导体器件中多物理场仿真方法研究

	电磁环境效应与光电工程重点实验室
	重点实验室研究基金项目

	4

	2015.01

	2016.12

	1



注：限填排名第三（包括第三）以上的项目。
八、五年来获专利情况
	专利名称
	专利类别
	批准时间
	申请地区
	是否
授权
	是否
投产
	排名

	
	
	
	
	
	
	


注：专利类别指发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权。
九、申请项目情况
	项目名称
	基于新型二维半导体的超快响应、耐击穿二极管应用研究

	学科领域
	新一代信息技术
	开始时间
	2015.01
	结束时间
	2017.12

	项目经费
（万元）
	项目总经费
	自筹部分
	银行贷款
部  分
	向省人力社保厅申请部分

	
	5
	0
	0
	5

	经费开支
预  算
（万元）
	设备费
	能源材料费
	试验外协费
	资料印刷费
	会议及调研费

	
	0
	1
	1
	0.4
	1.1

	
	租赁费
	鉴定验收费
	人员经费
	管理费
	其他费用

	
	0
	0
	1
	0.5
	

	预计成果
	1. 揭示新型超薄、超快响应二极管的工作机制，研究其制备方法，提出器件的优化设计方案，为下一代信息技术提供硬件支撑。
2. 在高水平国际期刊发表论文3-5篇。
3. 培养研究生3-5名。


十、项目组成员
	项目组
成  员
	姓  名
	出生年月
	专业技
术职务
	专  业
	工作单位
	在本项目
中分工

	
	吴志乾
	1993.06
	博士生
	电子工程
	浙江大学信电系
	材料制备

	
	彭希亮
	1991.11
	博士生
	电子工程
	浙江大学信电系
	器件测试

	
	夏海强
	1990.09
	硕士生
	光电工程
	浙江大学光电系
	建模、仿真

	
	潘钦旭
	1991.09
	硕士生
	光电工程
	浙江大学光电系
	参数优化


十一、本人声明
	我保证以上材料属实，如有不实之处，愿承担一切责任。
申请人（签名）：
年    月    日


十二、所在单位审核
	申请人以上材料经与原件核对，情况属实。表格所填报内容均已在单位内部进行全信息公示，没有异议。
申请人单位（盖章）
年    月    日


十三、所在平台意见
	（不在省级留学人员创业园、产业技术创新综合试点和产业集聚区的，无需填写此栏；若是，请注明平台名称：                         ）
（盖章）
年    月    日


十四、初审意见
	市人力社保局或归口管理部门审查意见：
负责人签字：             

年    月    日    

单位（盖章）    
	“钱江人才计划”管理办公室审查意见：
负责人签字：             

年    月    日    

单位（盖章）    


